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Motivacion
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Motivacion
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Cuando t,, se reduce por debajo

de 2 nm, surgen problemas,
especialmente relacionados con
un aumento de la corriente de
tunel a través de la capa
aislante.
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Hay que reemplazar el SiO, por

un material aislante con una
constante dieléctrica €,, mayor.



Motivacion
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Estos nuevos materiales presentan defectos en su estructura,
los cuales pueden capturar carga, causando dificultades, aun
en condiciones normales de operacion.



Objetivos

* Estudiar los defectos en el material a través de Ila
caracterizacion de las Inestabilidades observadas en |la
caracteristica de capacidad-tension (C-V) y su dependencia con
el campo eléctrico y el tiempo.

* Aportar a la modelizacion de los fendmenos observados,
analizando los modelos propuestos en la literatura y a partir de
ellos, elaborar uno propio que sea capaz de predecir los
experimentos desarrollados.



Dispositivos

En este trabajo se estudian capacitores MOS con dos tipos de dieléctricos
de alto K como capa aislante, HfO, y Al,O.. El espesor de las capas es del
orden de los 10 nm en ambos casos.

Dichas muestras fueron fabricadas en el Instituto de Microelectrénica de
Barcelona utilizando la moderna técnica de Atomic Layer Deposition (ALD).

Imagen obtenida por Transmission

Electron Microscopy (TEM).



Instrumental




Caracterizacion eléctrica

La captura de carga en los defectos mencionados se
manifiesta eléctricamente como un fendmeno de histéresis en
la caracteristica de capacidad-tension (C-V).
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Caracterizacion eléctrica

Se observa una fuerte dependencia del valor de |a histéresis
con el campo electrico aplicado.
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Caracterizacion eléctrica

Capacitance (pF)

Se observa una dependencia temporal en el valor de tension
a una capacidad dada, V..
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Modelizacion

Se modelizaron los resultados obtenidos experimentalmente
a partir de la hipotesis de que la captura de carga se debe a
transiciones por efecto tunel entre el semiconductor y las
trampas presentes en el dieléctrico.
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